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（写真貼付） 電磁界場における融液の結晶成長に興味を持っています．特に金

属融液からナノプローブ結晶を静電引上成長（EPG）させ，その先端

部からの電界放射特性の研究を行っています．

Researchmap： https://researchmap.jp/t.nishimura/

図１．Mo凸融液の静電引上成長によるMoプローブの先鋭化

図2．高電界場における結晶成長実験の様子

モリブデン（Mo）線の先端部をレーザで局所溶
融すると，融液は表面張力により丸くなる．一
方で，-15 kV/2.5mm程度の高電圧を印加する
と融液は静電応力に引き上げられ鋭い結晶構造
へ成長する（静電引上成長法（EPG））．この
手法により図1上のようなファセット面で囲ま
れたプローブ結晶を形成できる．さらに融点以
下の再加熱・高電圧印加により先端部を角錐構
造に先鋭化することができる（図1下，Build-
up法）．研究は本研究室で開発した装置群（例
えば図2）を用いて行っている．
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